
738 БИБЛИОГРАФИЯ

Вторая часть книг содержит сведения о физических процессах, определяющих
торможение заряженных ионов в твердых телах в форме обзора (И. Бирзак и И. Циг-
лер), где критически сопоставляются достоинства существующих методов вычисления
пробегов ионов и их неизбежного разброса по глубине проникновения и в поперечном
направлении. К сожалению, авторы не используют и не упоминают о книге Ф. Ф. Ко-
марова и М. А. Кумахова, посвященной этой теме и вышедшей в СССР в 1979 г.*),
и о подробных таблицах, изданных теми же авторами и их коллегами в 1980 г. **).

Следует указать на то, что к данной части книги приложены программы, позво-
ляющие проводить другие аналогичные расчеты на ЭВМ.

^Третья часть книги содержит подробное описание разнообразных методов изме-
рений параметров имплантированных ионами пластин полупроводников (в первую оче-
редь кремния).

В заключительной части эти методы измерений систематизированы; часть^их (элек-
трические измерения) дает сведения в виде «карты» распределения проводимости им-
плантированной пластины, другая — о составе слоев (методы вторичной масс-спектро-
скопии и обратного рассеяния протонов). Авторами (П. Хеммент, М. Каррент и др.)
приведены практически важные данные о влиянии неизбежного нагрева пластин во
время имплантации и особенностях, типичных для работы с интенсивными (плотными)
ионными пучками.

В последующей главе (авторы П. Эйхингер и X. Риссель) анализируются возмож-
ности новых методов анализа имплантированных слоев, в частности вторичная ионная
масс-спектроскопия и обратное (резерфордовское) рассеяние легких ионов.

Отдельная глава (автор С. Мадер) посвящена вопросу восстановления исходной
структуры при отжиге. Эта глава, с моей точки зрения, заслуживает критики, так как
в ней не рассмотрены возможности предложенного и осуществленного советскими ав-
торами импульсного «неравновесного» отжига светом или электронным пучком-

Четвертая часть книги посвящена проблеме развития современной имплантацион-
ной аппаратуры, используемой для поисковых работ и производства микроэлектрон-
ных устройств. Она представляет интерес для специалистов, заинтересованных в ана-
лизе ближних и дальних перспектив развития имплантационной аппаратуры. В этой
же части книги приведены современные сведения о существующих и проектируемых
имплантационных ускорителях, изготовляемых в США, ФРГ и других технически раз-
витых странах.

Из сведений, приведенных выше, видно, что книга предназначена в первую оче-
редь для специалистов, занятых техническими вопросами. Однако, с моей точки зре-
ния, она представляет первостепенный интерес для тех, кто связан с поисковыми иссле-
дованиями: созданием твердых тел и поверхностей с необычными и ценными свойствами.
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Издательство «Шпрингер» в широко известной серии физико-химических справоч-
ников «Ландольт-Бёрнштейн» выпуском подтома «Ь» продолжило публикацию 17-го
тома из новой серии «Физика кристаллов и твердого тела»1. В этом томе собраны все ос-
новные сведения, характеризующие современное понимание физических свойств полу-
проводников и полупроводниковой технологии.

Рецензируемый нами подтом «Ь» содержит гописание свойств полупроводниковых
соединений групп II—VI н I—VII, а также магнитных полупроводников- Этот подтом
делится на три главы. Две главы, в которых рассматриваются свойства соединений групп
II—VI и I—V, разбиты на параграфы, посвященные определенным полупроводникам
этих классов. В каждом параграфе приводятся сведения:

*) К у м а х о в М. А., К о м а р о в Ф. Ф. Энергетические потери и пробеги
ионов в твердых телах.—Минск: Изд-во Бел. ун-та, 1979.

**) Б у р е н к о в А. Ф., К о м а р о в Ф. Ф., К у м а х о в М. А., Т е м -
к и н М- М. Таблица параметров пространственного распределения ионно-импланти-
рованных примесей.— Минск:^Изд-во Бел. ун-та, 1980.
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— об электронной структуре полупроводника (зонная структура, плотность сос-
тояний, ширина запрещенной зоны, эффективные массы электронов и дырок, данные об
экситонах, значения g-факторов и деформационных потенциалов и т. д.);

— о примесных состояниях и дефектах (данные о свойствах доноров, акцепторов,
связанных экситонов и т. д.);

— об основных решеточных свойствах (параметры решетки, эффективный заряд
ионов, коэффициенты теплового расширения, дисперсия фононов, скорости^звука, уп-
ругие постоянные и т. д.);

— о явлениях переноса (проводимость, коэффициент Зеебека, работа выхода и
т. д-);

— об оптических свойствах полупроводника (диэлектрические проницаемости,
спектры отражения и поглощения и др.);

— о прочих свойствах полупроводника (магнитная проницаемость, температура
Дебая, теплоемкость, плотность и др.);

— об основных работах, посвященных изучению свойств данного полупроводни-
ка.

Глава, посвященная магнитным полупроводникам, также разбита на параграфы,
посвященные отдельным веществам. В каждом из параграфов приведены сведения о па-
раметрах зонной структуры, о переходе полуметалл-полупроводник, об эффективных
массах, g-факторах, диэлектрических проницаемостях, об явлениях переноса, опти-
ческих свойствах и др.

Все данные в таблицах приводятся с указанием источников и методов получения.
Около половины книги занимают графики и рисунки.

Собранные в этом издании сведения, безусловно, принесут большую пользу мно-
гим специалистам — физикам, инженерам по электронике, технологам.

А. 77. Силин




